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１．概要（Summary） 

MEMS の構築にあたり、酸化シリコンを垂直に異方性

エッチングすることを検討している。しかし、通常のRIE装

置やウェットエッチングでは等方性エッチングとなってしま

う。また、異方性エッチングが可能なDRIE装置では酸化

シリコンのエッチレートが遅く、加工時間が非常に長くなっ

てしまう。 

今回の実験では、高密度なプラズマの生成により酸化

シリコンであってもエッチングレートが速い特徴を持つ磁

気中性線放電ドライエッチング装置で、酸化シリコンのエ

ッチングレートを確認する予備実験を、京都大学ナノテク

ノロジーハブ拠点の設備を利用して行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ウエハスピン洗浄装置、厚膜フォトレジスト用スピンコー

ティング装置、レジスト塗布、紫外線ナノインプリントボ

ンドアライメント装置、装置磁気中性線放電ドライエッチ

ング装置、触針式段差計 

【実験方法】 

使用した Si ウエハは、ウエハサイズ 4inch、厚さ

525m、両面に 500nm の熱酸化膜が成膜されたウエハ

を使用した。実験の工程は、ウエハスピン洗浄装置で加

工面を硫酸過水で洗浄した後、厚膜フォトレジスト用スピ

ンコーティング装置でHMDSを塗布し、レジスト塗布装置

でレジストを 10m 塗布した。プリベーク後、紫外線ナノイ

ンプリントボンドアライメント装置でレジストを露光し、現像

を行った。磁気中性線放電ドライエッチング装置は 6inch

対応の装置であるため、試料を 6inchのダミーウエハにク

リスタルボンドで固定した。その後、装置磁気中性線放電

ドライエッチング装置で 30secエッチングを実施した（Fig. 

1）。エッチングを実施した試料は触針式段差計を用いて

加工形状を測定した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

磁気中性線放電ドライエッチング装置による酸化シリコ

ンの任意のパターン形状・レシピにおけるエッチングレー

トが不明であったので予備実験を実施した。 

磁気中性線放電ドライエッチング装置で加工した穴の

深さを触針式段差計で計測し、ウエハ面内のエッチング

レートを計算した。エッチングレートはウエハ中心で

614.10 nm/min、ウエハ端で 724.04 nm/minであった。

また、触針式段差計で観察された断面形状で底面と側壁

のなす角は 90.58°であった。今回の予備実験で、磁気

中性線放電ドライエッチングによる酸化シリコンのエッチ

ングレートと、異方性エッチング可能であることを確認でき

た。 

今後の課題として、ウエハ面内のエッチングの均一性

向上のため、レシピの最適化が必要である。 
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Fig. 1 Schematic illustration of NLD test 
sample (cross section). 


